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顯像滾輪製造技術

上福全球科技股份有限公司

■計畫目標
öQc©l製造技術÷：

*明：

本體6Ì本體6Ì本體6Ì本體6Ì本體6Ì

　　矽ºÎQc©l|需�工作v¤mo©l¤È電性，A此©l矽º

Î6Ì需要有ãg電át，A此��cÉ化過程中|Ô��^°度

10000u以下$jqf境，成型v|需@�矽ºÎ成型ûkIãª所有

$É化過程能¹ãg，整體g度)«，成型後機zr工為研�機，研�

|ÔM過ªr工，�¦§r工E所預É量 0.5mm，­M過精gr工，

�¦§r工|ÅÆ為 +/- 0.02mm 。

ih6Ìih6Ìih6Ìih6Ìih6Ì

　　!於矽ºÎ與¼粉A相�Ú化學反應並�_^過程中�@«，A此

©l¤È|需/以)�ih，此ih|ÔQ-：1.��@  2.不與¼粉

反應  3.|Ô�半導電性材質  4.|Ô與矽ºÎ能�Ì結合

■執行成果
技術創X：�化工領域上建立¸�觀1，K展b後多"化Me$�性並�

_¤機$關鍵"�件上gh可以¬·外«Ë­，W展Ñ單。

n>Ñ單：}>Õ國 Katon,Color Image廠 2004年3)®±G萬�h¯

Ñ單

■新產品∕新技術∕新設計∕新材料簡介
X技術：

1.導電矽ºÎ$成型，®用低²Ov/$成型��導電¼ß分�不ã$m

%。

2.ih�ÆS採TÃ° 50%，A�F 50%以解決�i乾±v�質²Fm

%。

■技術合作單位及合作內容
Õ國�¡²實驗Ä

■成果應用領域
技術ì位：技術ì位：技術ì位：技術ì位：技術ì位：

　　過¨國內未有廠«生產過Qc©l，國內ñ有$ºÎ©l廠×¢6
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分§�S料©l或�ì位©l，而此Y©lA為�製程中無Ô特別技術

@�ºÎ$ã質化，A此此Y«品½已A技術成¥而gh�¨®@而外

¾E中國生產,Ô多國內廠«èhh³o此Y©l市場。

　　Qc©l)^以來§8´�b«+4，A為b本�材料與製程上能

¹精Q$8´導電ºÎ$特性，0導電PU，導電 NBR，離�型導電º

Î，)^|m�$導電矽ºÎ，b«不H$研發Sl製程終於能8´矽

ºÎ$特性，A此bï)^以此為µ¶$«業機g不對外公V，導«整

個^¤機h¯$市場s格)^·高不下，è使$有å進入I個領域$廠

«成本·高不下。

　　導電矽ºÎ$成型ôõ|配ïÐ~精Q@�，成型²度v/精Q8

@，É化��m%8@，不��原料上要求¶格，�製程上n¸求A

h，生產5理|Ôn|h實。

　　本計畫$產生U應不�Ã來®@n提¬國內廠«技術與5理上$提

¬。

■專案執行重要心得
X技術：X技術：X技術：X技術：X技術：矽ºÎ成型��特性，�i材料ih過程

觀1：觀1：觀1：觀1：觀1：

1.<=$¹設：~)個不lm%產生v對<=$¹設A^1關/|<=

$解決，)個¶º$¹設Aá�<=»�$v/，不Ah$¹設A導

«ï8$Å導，~如導電¼ß�矽ºÎ分3不ãvð0K�$"度¨

Óâ,¹設模Ì�模Ý成型v�7k不ã$，A此|Ô0模Ìï8J

+。

2.求證$過程：~¹設$<=成立後求證$ï�，|Ô0各種可能$ï

8作實驗，~如模Ì�造成不ã$主A，¼$如�%¨模Ì，�此ð

設ì各種不同$成型條件並觀½'變化，變化$成型可變A�ð設ì

�²度與v/。

3.�ù$驗證：�ù$}>Ó|�量}¦�多，並#L不ðA�$³ì

~如機Ê²度$\ì性�¤A��實驗。

yz技術{|：yz技術{|：yz技術{|：yz技術{|：yz技術{|：

1.矽ºÎ成型技術：矽ºÎ成型v內6ûk|Ôãg，ªg度�整體¤

m上能)«，�_^v©¾¤È電ûv能\ì，A此模Ý$設計上|

需¶i模û$IX，¿料$設計�*�之)。

2.©l研�技術：!於©l¤È�_^中A=Ã)ìÁ度$¼粉�，此

¼粉A藉!©l¤È與¾光©¾$/ÀdÁ，所以�©¾上$¤È處

理Û±*要，'中3)項工程,�研�，成型後$©l需M過研�ª

©l$wr度，w^度，Â¬，ã符合fÈ工程要求，此技術�於@

�r工量�工件��變型下r工o�´品質。

3.ih技術：©l$ih功能�

˙�_^中Ã§¼粉$�@

˙不與¼粉�_^中$©l¤ÈÚ化學物理變化

˙所ih材料ÔÝ半導體功能

˙¤Èª度ãg，自î�i設Þ並�jq$f境下操作




